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【手続補正書】
【提出日】平成25年1月18日(2013.1.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アセンブリにおいて、
　主表面及び、前記主表面に隣接し、前記主表面より小さい側表面を有するダイ本体であ
って、前記ダイ本体はある材料で形成され、前記側表面が前記材料で形成され、前記ダイ
本体が前記側表面と異なる結晶構造にあり、前記側表面にアウトレットを有する、ダイ本
体、及び
　接着剤を用いて前記側表面に接合されたコンポーネントであって、前記アウトレットと
流体流通可能な態様で連結されているアパーチャを有する、コンポーネント、
を有することを特徴とするアセンブリ。
【請求項２】
　前記ダイ本体が単結晶シリコンで形成され、前記側表面が多結晶シリコンで形成される
ことを特徴とする請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項３】
　前記側表面に欠け及びばりがないことを特徴とする請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項４】
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　前記アウトレットがチャンバと流体流通可能であり、前記アセンブリが、前記チャンバ
に付帯し、前記チャンバの容積を変えるように構成された、アクチュエータをさらに有す
ることを特徴とする請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項５】
　前記コンポーネントがノズルプレートであり、前記アパーチャがノズルであることを特
徴とする請求項４に記載のアセンブリ。
【請求項６】
　前記側表面が実質的に平坦な平表面であることを特徴とする請求項１に記載のアセンブ
リ。
【請求項７】
　前記側表面が、算術平均粗さが約５Åと５μｍの間の表面を有することを特徴とする請
求項１に記載のアセンブリ。
【請求項８】
　前記側表面が研磨表面ではないことを特徴とする請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項９】
　前記側表面が前記主表面に垂直であることを特徴とする請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項１０】
　前記ダイ本体が前記側表面に、前記コンポーネントの複数のアパーチャと流体流通可能
な、複数のアウトレットを有することを特徴とする請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項１１】
　アセンブリを形成する方法において、
　ＭＥＭＳ内蔵ダイを形成するために単結晶材料を含むアセンブリ本体をレーザダイシン
グする工程であって、前記ダイの側表面を定める複数の点においてレーザ光を前記アセン
ブリ本体の厚さを通して集束させる工程、及び
　前記側表面をコンポーネントに接合する工程、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　基板の主表面にリセスを形成する工程、
をさらに含み、
　前記基板が前記アセンブリ本体の一部であり、前記基板の前記主表面が前記アセンブリ
本体の側表面に垂直であり、
　前記主表面に前記リセスを形成する工程及び前記アセンブリ本体をレーザダイシングす
る工程が前記側表面にアウトレットを形成し、
　前記表面のコンポーネントへの接合を形成する工程が、アパーチャを有するコンポーネ
ントを、前記アパーチャが前記アウトレットと流体流通可能であるように、接合する工程
を含む、
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　容積を定めるチャンバに前記アウトレットが流体流通可能な態様で連結され、前記方法
がトランスデューサを前記アセンブリ本体に接合する工程をさらに含み、前記トランスデ
ューサが、作動されたときに、前記容積を変えるように構成されることを特徴とする請求
項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記基板の前記主表面に垂直な第２の表面をレーザダイシングする工程、及び
　前記ダイを壁面に合わせるために前記第２の表面を利用する工程、
をさらに含むことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記単結晶材料がシリコンであり、前記レーザダイシング工程が多結晶シリコンの前記
表面を形成することを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
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　前記レーザダイシング工程がアブレーションまたは気化を生じさせずに表面下損傷を生
じさせることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記表面のコンポーネントへの接合を形成する工程が接着剤を用いて接合する工程を含
むことを特徴とする請求項１１に記載の方法。


	header
	written-amendment

